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 結晶 Si 表面の反射率は可視領域で 30~50%と

高く、高効率太陽電池を作製するためには受光面

に低反射処理を施す必要がある。従来法であるピ

ラミッドテクスチャの形成では処理時間に 20~30

分を要す上、反射率は 10%以上であり、更なる低

反射化のために反射防止膜形成が必要不可欠であ

る。我々は、化学的転写(Surface Structure Chemical 

Transfer: SSCT)法により低反射化のプロセスを簡

易化することで、太陽電池の発電コスト低減を目

指している。SSCT 法とは、HF+H2O2混合溶液に浸漬した Si基板表面に Pt触媒を接触させ、Si

表面に~200 nmの Si ナノクリスタル層を形成する方法で、処理時間 20秒の短時間で 6インチ

基板に対し、可視光領域で 2%以下の反射率を実現している（図 1）。 

SSCT 処理を施した基板に、pn接合を形成し、太陽電池とした。SSCT 処理により、短絡電

流密度 Jscが 28.5 mA/cm2から 36.3 mA/cm2に増加し、16.7%の変換効率が得られた。しかし、こ

の太陽電池は表面パッシベーション処理が施されておらず、Vocが 596 mV と低く、更なる効率

向上のために、表面パッシベーション処理について検討した。pn接合形成後の SSCT 処理基板

に対し、硝酸酸化（Nitric Acid Oxidation of Si: NAOS）処理を含むパッシベーション処理、その

後水素雰囲気下でのアニール処理を行った。

QSSPC測定の Implied Vocを図 2に示す。パ

ッシベーション処理前では、Implied Vocは

595 mV で、太陽電池特性とほぼ一致した。

NAOS 処理を行うと Implied Vocは 627 mV に

増加し、水素アニール処理により、さらに

638 mV にまで大きく向上した。SSCT 処理を

用いる反射防止膜すら必要としない単純構造

太陽電池に、この表面パッシベーション処理

を施すことによって、変換効率 19%以上が期

待できる。 

図 2. パッシベーション処理前後の Implied 

Vocの比較. 

図 1. SSCT 処理後の TEM画像. 

100 nm 

1
0

 n
m

 

Si ナノクリスタル 

Si 

580

600

620

640

Before

passivation

After thermal

oxidation

After H2

annealing

Im
p

li
ed

 V
o

c
(m

V
)

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19p-A25-8

16-102


